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Бердянський державний педагогічний університет

1. Коломоєць Ганна Геннадіївна, к.ф.-м.н., доцент, доцент кафедри фізики та методики навчання фізики БДПУ
Контактний телефон: +380960245153; kolombozgia@gmail.com.
Час проведення занять – з 8.00 до 17.15;
Час проведення консультацій  - щопонеділка о 14:30-15:30.
Наукові інтереси: наукова діяльність за темами : «Фізика активних діелектриків», «Напівпровідникові матеріали для сонячних елементів», підготовка студентів до науково-практичних конференцій, інформатизація освіти.
2. Напівпровідникові квантові структури та надгратки. Кількість кредитів – 5.
3. Час і місце проведення: 3 семестр; згідно з розкладом.
4. Пререквізити навчальної дисципліни: знання вищої математики (диференціальне й інтегральне обчислення,  узагальнені функції,  матриці, математична статистика), загального курсу фізики (електрика та магнетизм), твердотілої електроніки (загальна теорія провідності в напівпровідниках).
Постреквізити: Знання основних механізмів розсіювання електронів у двомірних системах, особливостей побудови і основних електронних властивостей низькорозмірних напівпровідникових структур, надграток та сполук зі зниженою розмірністю,основних технологій їх отримання; застосування низько розмірних структур в електронних і оптоелектронних приладах.
5. Характеристики дисципліни
5.1 Призначення навчальної дисципліни. Дисципліна спрямована на 
формування уявлень про методи створення низькорозмірних  напівпровідникових квантових структур і надграток, а також про процеси провідності та інші фізичні процеси, які відбуваються в таких структурах; оволодіння знаннями про методи сучасної наноінженерії.
5.2 Мета: формування знань про принципи будови низько – та нанорозмірних структур та про принципи їх функціонування; оволодіння знаннями про сучасні алгоритми створення напівпровідникових квантових структур і надграток.
5.3 Завдання курсу: Засвоєння теоретичних основ фізики напівпровідникових квантових структур і надграток та застосування їх при виконанні практичних завдань щодо розрахунків фізичних параметрів таких структур.
5.4 Зміст навчальної дисципліни
Визначення загальних принципів вивчення основних процесів, що відбуваються в напівпровідникових квантових структурах та надгратках, технологій їх створення, тощо. 
5.5 План вивчення дисципліни
	№ тижня
	Назва теми
	Форми навчання, кількість годин
	Завдання для СРС

	1-2
	Фундаментальні явища у низько- розмірних структурах
	Лекції 
(4 години),
практичні
заняття 
(4 години), 
СРС
(20 годин)
	Рівняння Шредингера та його рішення. Хвильова функція. Тунелювання електронів.

	3-4
	Вільна поверхня і між- фазні межі. Надгратки.
	Лекції 
(4 години) практичні заняття (4 години)
СРС
(20 годин)
	Леговані надгратки. Композиційно-леговані надгратки.

	5-6
	Структури з квантовим обмеженням, створені внутрішнім електричним полем.
	Лекції 
(4 години),
рактичні заняття
(4 години)
СРС
(20 годин)
	Квантові колодязі. Квантування електронів у квантовому колодязі. Модуляційно-леговані структури. Дельта-леговані структури.

	7-8
	Структури  з квантовим обмеженням, створені зовнішнім електричним полем
	Лекція 
(2 години),
практичне заняття
(2 години)
СРС
(20 годин)
	Структури з розщепленим затвором.

	9-10
	Методи формування наноелектронних структур
	Лекція 
(2 години),
лабораторне
заняття 
(2 години), 
практичне заняття
(2 години)
СРС
(10 годин)
	Традиціні методи формування плівок.

	11-12
	Методи з використанням скануючи зондів.
	Лекція 
(2 години),
практичне заняття
(2 години)
СРС
(10 годин)
	Фізичні основи тунелювання електронів. Принцип дії скануючого тунельного мікроскопа та атомно-силового мікроскопа.

	13-14
	Саморегулюючі процеси.
	Лекція 
(2 години),
практичне заняття
(2 години)
СРС
(10 годин)
	Нанодрук. Тиснення. Самозбірка молекул на твердій поверхні.



6. Список основної та додаткової літератури
6.1 Основна література:
1) Дмитрієва Л.Б., Оселедчик Ю.С., Дмитрієв В.С. Напівпровідникові квантові структури та надгратки. Конспект лекцій. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2017. 58 с.
2) Дмитрієва Л.Б., Дмитрієв В.С. Напівпровідникові квантові структури та надгратки. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. Запоріжжя: Видавництво ЗДІА, 2017. 31 с.
3) Борисенко С.И. Физика полупроводниковых наноструктур: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2010. 115 с.
6.2 Додаткова:
1) Усанов Д.А., Скрипаль  А.В. Физические основы наноэлектроники. Учебное пособие. Саратов, 2013. 128 с.: Электронное издание. ISBN  5-292-01986.
2) Борисенко В.Е., Воробьёва А.И., Данилюк А.Л., Уткина Е.А. Наноэлектроника: теория и практика. Учебник. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 366 с.

7. Контроль знань: 
При викладанні курсу використовується поточний і підсумковий контроль навчальних досягнень студентів. Контроль і оцінювання навчальної діяльності з дисципліни «Напівпровідникові квантові структури та надгратки» здійснюється за 100-бальною шкалою. Співвідношення між поточним і підсумковим контролем у загальній оцінці навчальної діяльності студента з дисципліни становить 60:40.

	
	Вид контрольного заходу
	Кількість контрольних
заходів
	Кількість
балів за 1 захід
	Усього балів

	1
	Виконання практичної роботи та її захист

Термін захисту – тиждень після практичної роботи
	

7
	

0 - 2
	

14

	2
	Участь у практичних заняттях
	7

	0-2
	14

	2
	Контрольна робота за результатами вивчення матеріалу розділів 1,2

(проводитья в письмовому вигляді)
	

2

	

0 -16
	

32

	3
	Екзамінаційне випробування в усній формі за вивченим матеріалом
	
1
	
0 -40
	
40




Поточний контроль передбачає проведення практичних занять в аудиторії та  оцінювання їх виконання. Практичне заняття складається з двох частин: перша частина – теоретична, передбачає перевірку володіння студентами теоретичними положеннями та застосування їх під час виконання практичних завдань; друга частина - розв’язання задач, виявлення ступеня засвоєння теоретичного матеріалу; Оцінка за практичне заняття складається наступним чином: 2 бали  - за виконання домашньої самостійної роботи; 2 бали – за володіння теоретичними основами теми, що вивчається. Можна отримати 0 -28 балів за результатами навчальної діяльності під час практичних занять.
Після вивчення тем з кожного розділу студенти пишуть контрольну роботу. За кожну контрольну роботу можна отримати 16 балів.
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Підсумковий контроль є екзаменаційним випробуванням в усній формі., що включає одне теоретичне та одне практичне питання. Повна і досконала відповідь на кожне з цих питань оцінюється у 20 балів (разом – 40 балів).


Шкала оцінювання: національна та ECTS
	За шкалою
ECTS
	За шкалою
   університету
	За національною шкалою

	
	
	ЕЕкзамен
	ЗЗалік

	A
	90 – 100
(відмінно)
	55 (відмінно)
	ЗЗараховано

	B
	85 – 89
(дуже добре)
	4 (добре)
	

	C
	75 – 84
(добре)
	
	

	D
	70 – 74
(задовільно) 
	3 (задовільно)
	

	E
	60 – 69
(достатньо)
	
	

	FX
	35 – 59
(незадовільно – з можливістю повторного складання)
	2 (незадовільно)
	Не зараховано

	F
	1 – 34
(незадовільно – з обов’язковим повторним курсом)
	
	



8. Вимоги навчальної дисципліни:
Обсяг навчального навантаження складає 5 кредитів, з них 20 годин – лекцій, 20 годин – практичні заняття, 110 годин – СРС.

Вимоги дисципліни: обов’язкове відвідування аудиторних занять, попередня підготовка до лекцій і практичних робіт, якісне і своєчасне виконання завдань СРС, участь у всіх практичних заняттях та всіх видах контролю (поточний контроль, контроль СРС, Захист  практичних робіт, підсумковий контроль).
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